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Komunikacijska elektronika 

Delovna točka in napajalna vezja MOS tranzistorjev 

 

1.  

Za ojačevalnik z n kanalnim MOS tranzistorjem z induciranim kanalom izračunajte UGS in RD tako, da bo ID = 

2mA. Pragovna napetost UT = 3V, UDD=20V. 
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2.  

Za vezje izračunajte delovno točko. Preverite ali je tranzistor v nasičenju. UT = 1V, n COX = 20 A/V
2
, W = 

10 m, L = 1 m. R1 = 30k , R2 = 20k , R3 = 10k , R4 = 2k , UDD = 10V, RS = 4k , CS = 1 F. 
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rešimo kvadratno enačbo za UGS: 

 20,2 0,6 3,8 0GS GSU U  

 3,1V; 0,44mAGS DU I  

3 4( ) 4,7VDS DD DU U I R R  

v področju nasičenja?: DA 
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3.  

Določite RS in RD tako, da bo delovna točka vezja na sliki ID = 5mA, UDS = 10V. Tranzistor deluje v področju 

nasičenja. UDD = 20V, UGG = 10V, UT = -2V, k = 0,5mA/V
2
. 
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Komunikacijska elektronika 

Malosignalna analiza vezij z MOS tranzistorjem 

 

 

4.  

Za vezje z MOS tranzistorjem z induciranim n kanalom določite Zuh, Ziz, in Au. R1 = 750k , R2 = 150k , RS = 

2,5k , RG = 100 , gm = 4mS. 
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5.  

Za vezje iz naloge 2 izračunajte gm, narišite nadomestno vezje za majhne signale ter izračunajte napetostno 

ojačanje. 
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6.  

Za vezje 3 narišite nadomestno vezavo za majhne signale ter izračunajte napetostno ojačanje Au. 
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7.  

Za vezje z MOS tranzistorjem z induciranim n kanalom narišite nadomestno vezje za majhne signale ter 

določite Zuh, Ziz, in Au. R1 = 750k , RD = 4k , RSS = 2,5k , RG = 150k , RS = 100 , gm = 4mS. 
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